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ELECTRONICA APLICADA 1:

Dado d circuito amplificador mas abgjo indicado, en € cual € transistor Q1 es del tipo CA3086, se solicita
realizar su verificacion en lo que respecta a

1) Comportamiento estético: Punto de reposo y Factor de Estabilizacion realizando |os circuitos equivalentes de
donde se deduzcan las ecuaciones utilizadas para los caculos pertinentes;

2) Comportamiento dindmico de gran sefid: determinando la Excursion Simétrica Maxima, Potencia de Sefia
de Sdida, Rendimiento de Conversion dk Potenciay describiendo |as caracteristicas de Distorsion. También
en este caso deberdn redizarse los circuitos equivalentes y/o Gréficos de donde se desprendan las
ecuaciones usadas para los calculos.

3) Comportamiento dinamico de bgjo nivel: redizando bs circuitos equivalentes en base a los modelos de
cuadripolos con pardmetros hibridos y detallando la determinacidn de los vaores de los mismos a partir de
las hojas de datos del Manua de Transistores.

4) Determinacion de los vaores de las Resistencias de entrada R, Ra ¥ R, las Resistencias de sdida R,y
Roa Y las ganancias de tension y de Corriente Ay, Avs Ai Y Aia.

5) De acuerdo a los resultados obtenidos en € punto 2) precedente, optimizar S es necesario la Excursion
Simétrica Maxima por modificacién de a) lamalla de saliday b) la malla de entrada.
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ELECTRONICA APLICADA I:

Dado d circuito amplificador mas abgjo indicado, en € cual € transistor Q1 es del tipo CA3086, se solicita
realizar su verificacion enlo que respecta a:
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Comportamiento estético: Punto de reposo y Factor de Estabilizacion redlizando |os circuitos equivalentes de
donde se deduzcan las ecuaciones utilizadas para los cdculos pertinentes;

Comportamiento dinamico de gran sefid: determinando la Excursion Simétrica Maxima, Potencia de Sefial
de Sdida, Rendimiento de Conversién de Potenciay describiendo las caracteristicas de Distorsion. También
en este caso deberan redlizarse los circuitos equivalentes y/o Graficos de donde se desprendan las
ecuaciones usadas para los calculos.

Comportamiento dinamico de bgjo nivel: redizando los circuitos equivalentes en base a los modelos de
cuadripolos con parametros hibridos y detallando la determinacion de los valores de los mismos a partir de
las hojas de datos del Manual de Transistores.

Determinacion de los valores de las Resistencias de entrada R, Ra ¥ R, las Resistencias de sdlida R,y
Roa Y las ganancias de tension y de Corriente Ay, Avs Ai Y Aia.

10) De acuerdo a los resultados obtenidos en € punto 2) precedente, optimizar S es necesario la Excursion

Simétrica Méaxima por modificacidn de a) lamallade saliday b) lamalla de entrada.
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ELECTRONICA APLICADA I:

Dado € circuito amplificador mas abgjo indicado, en € cud € transistor Q1 es del tipo CA3086, se solicita
redizar su verificacion en lo que respecta a

11) Comportamiento estético: Punto de reposo y Factor de Estabilizacion realizando |os circuitos equivalentes de
donde se deduzcan las ecuaciones utilizadas para los célculos pertinentes;

12) Comportamiento dinamico de gran sefid: determinando la Excursién Simétrica Maxima, Potencia de Sefid
de Sdida, Rendimiento de Conversién de Potenciay describiendo las caracteristicas de Distorsion. También
en este caxn deberan redizarse los circuitos equivalentes y/o Graficos de donde se desprendan las
ecuaciones usadas para los calculos.

13) Comportamiento dindmico de bgo nivel: redizando los circuitos equivalentes en base a los modelos de
cuadripolos con pardmetros hibridos y detallando la determinacion de los valores de los mismos a partir de
las hojas de datos del Manua de Transistores.

14) Determinacién de los valores de las Resistencias de entrada R;, Ra ¥ Rs, las Resistencias de sdlida R,y
Roa Y las ganancias de tensién y de Corriente Ay, Avs Ai Y Aia.

15) De acuerdo a los resultados obtenidos en @ punto 2) precedente, optimizar si es necesario la Excursion
Simétrica Méaxima por modificacidn de a) lamallade saliday b) lamalla de entrada.
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